Integrierte Teilschaliungsanordnungen der

D-Grundchipe

ma_x’gmg_mw Gehjuse
IP 1T I°L 5 kl. npn-Transistoren DIL 16

ID 16 121 3 mittl. npn-Transiatoren DIL 16 :

2 gr. npn-Transistoren

I 118 1%L 2 pnp-Lateral-Transistoren mit je 4 C DIL 16

ID 124 13 2x (0.5;132,53;5310) & Ohm DIL 16

ID 141 1%L . I°I-catter DIL 16

ID 142 1°L NOR-Schaltung DIL 16

ID 143 1°1 2 RS-Flip-Flops R DIL 16

ID 144 1%L 2 D-Flip~Flops DIL 16

ID 151 121 Eingangestufen ITSA {TTL-I°L) DIL 16

ID 155 121, Ausgengsstufen ITSA (I°I~TTL) DIL 16

rachli, Schalt eigenachaften
Die Reallsierung von Schaltungen in integrierfter Technik enthdlt eine Reihe
spezifischer Merkmale, die durch die folgenden Teilschaltungsbelspiele nsher
erléutert werden sollen. Die Schaltungatechnik ist vor allem durch die vorran-
gige Verwendung sktiver Bauelemente zum Erreichen einer bestimmien Funktion ge-
kennzeichnet, wobel weitgzehendst a-uf den Einsatz von WiderstBnden verzichtet
wird. Die Gleichheit der auf sinem Chip enthaltenen integrierten Strukturen
eriﬁglinht dabel ISsungen, die eine maximale Stabilit#t{ und Reproduzierbarkeit
der Schaltungsparameter gewihrleisten. Die vorgestellten Teilschaliungen sind
in ISA-Kundenwunschschaltungen h@ufig vorkommende Strukturen und sollen die
Spezifik der ISA-Schaltungstechmik besser versiehen helfen. Ausfiihrliche FPara-
meter werden dabei nur fiir die ITSA-Schaltung IA 301 genennt, wobei grund=-
gitzliche Werte (z., B. OffsetgriBen) sus den in Pkt. 2.2.-2.4, enthaltenen
Angaben sbgeschitzt werden ki;nnen.

3e1s Schsltungsbeispiele
3e1.1. npn-/pnp=Stromquelle ohne Ip-Entlastung

Die Stronquelle liefert einen von der Belastung weitgehendst unabhingigen
Ausgangsetrom 12.. wobei das Spiegalvuhﬁituil.a durch die Fldchen der Transisto-
ron bestimmt werden kann, Bei gleichen Transistoren ergibt sich fir die
Schaltung nach Bild 1 ein Spiegelverhéltnis
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Diese einfache Schaltung erlaubt aber nur fiir hohe B ( >50) eine geniigende
Genauigkeit (B = 50, IE/’I.‘ = 0,98)
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3.1.2. npn-/pnp-Stromquelle mit Iy-Entlastung

Die Stromentlastung erfolgt bei diesen Schaltungen durch Redu:lerung des
Basisstromeinflusses durch einen zusitzlichen Traneistor. PFlir gleiche B
aller Transistorem erhglt man einen Spiegelfaktor von

_I..'r? Hazs £ st 11
R npn-Stromquelle
1 BS 4+ 2 B+2

I, B _+3B fiir pnp-Stromquelle
I B + B+2
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Damit ergeben sich beispielsweise folgende Spiegelverhdltnisse:
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3.1e30 thnﬂuhrv mit Eellektorarbeitswiderstiinden

Diese Stufe wird dort eingesetzt, wo eine Gegentaktausgangsspannung zur Wei-
terverarbeitung der Signale bendtigt wird. Zur Erhthung des Eingangswider-
gstandes kinnen fiir T1, T2 Darlingtontransistoren verwendet werden.
Bine grobe Berechnung dieser Stufe ist mit
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3.1e4. Differenzverstérker mit unsymmeirischem Gegeninktstromausgang

Diese Schaltung wird immer dann singesetzt, wenn eine Gegentakteingangs—
spennung in eine unsymmetrische Ausgangsspannung bzw, einen Gegentakt-
ausgangeetrom umgewandeli werden soll.

Veretidrkung:

R
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Zur Verbesserung der a“agangassmmetrie ktnnen fiir T3, T4 such erweiterie
Stromspiegelschaltungen #hnlich Bild 2 singesetzt werden.
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2.4. Integrierte Teilschaltungsanordnungen (ITSA)

Um dem Schaltungeentwickler ien Aufbsu und die Erprobung seiner Schaltung mit
diskreten Bauelementen zu ermbglichen, deren Eigenaschaften dann der spiteren
integrierten Anordnung mtglichat nahe kommen, werden durch das HFO "Integrier-
te Teillschaltungsanordnungen™ (ITSA) hergestellt. ITSA sind Bauelemente, bel
denen durch spezlslle ILeitbahnfiihrung auf den ISA-Grundchips Einzelstrukturen
oder Teilschaltungen an #uBere Anachliisse herangefiihrt sind,

Die HPO-ITSA gibt es als Einzelstruktur-Arrays (Transistoren und Widerstdnde)
und als Funktionsblgcke (Stromquellen, Flip-Flops u. a. ).

ITSA eind keine Bauelemente im Sinne von Endprodukten der Hersteller und

sind such nicht als selbstiéndige Bauelemente verfiigbar. Enteprechend ihrem
Verwendungszweck wurden die ITSA keinem besonderen Selektionsverfahren
unterworfen, d. h, ihre Daten liegen somit in der vollen Wertestreuung des
Herstellungsprozesses. Damit wird gleichzeitig erreicht, daf fiir den
Brettschaltungseniwurf Bauelemente mit einer miglichst natiirlichen, den
realen Verhéltnissen suf dem Grundechip entsprechenden Werteverteilung zur
Verfiigung stehen, Selbstveratindlich wird fiir jedes ITSA-Bauelement

die volle Funktionsfiéhigkeit garantiert. Der Anwender kann HFO-ITSA zur
Erfiillung seiner mit dem HFO sbgeatimten Entwicklungsaufgaeben beim

VEB HFO beziehex.

Integrierte Teilschaltungsanordnungen der
A-Grundchips

Bezeichnung Proze8 Kurzbeschreibung Gehiusge .

Ia 611 20 ¥V 5 kl. npn-Transistoren DIL 16

Is 616 20 ¥ 2 gr. npn-Transisioren, DIL 16
3 kl. npn=Tranaisioren

Ia &3 20V 4 pnp-Lateral-Transistoren, DIL 16
1 pnp-Substir.~Transistor

14 274 20V 2x (0,1;0,2; 0,453;0,9;1,8) kK Ohm DIL 16

1A 225 20 7 2x (3,2;5;5;30) k Onm DIL 16

In 401 36 ¥ 5 kl, npn-Transistoren DIL 16

Ia 5186 36 ¥ 2 gr. npn=-Transistoren, DIL 16
3 kl., npn-Transistoren

Ia 517 36 T 4 pnp-Lateral-Transistoren, DIL 16
1 pnp-Substr.-Transistor - ‘

IA 424 36V 2 (0,1;0,2; 0,45;0,9;1,8) k Ohm DIL 16

IA 525 36 v 2 (3,635;5:30) k Ohm DIL 16

1A 301 36 ¥ Multiplizierer, pnp-u. npn- DIL 16
Stromguelle



